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A = Anodo

Em-n*
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N Bap = Basep
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% J; = Juntura Emisor n
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J; = Juntura Emisor p
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= Bloqueo inverso
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= Bloqueo directo

Em-n*

Bap
Ban
Emp | Tt T
mp R

B: Bloqueo directo
I':  Bloqueoinverso
V! Voltaje de bloqueo directo
Vp, : Voltaje de blogueo inverso
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= | Conmutacion

Ia c
Conmutacion

Em-n* 7/

IR 8 J
Bap o Voo

» e |
Ban

LoV B: Bloqueo directo
Em-p* I:  Blogueoinverso

C:  Conduccién

Vgp: Voltge de bloqueo directo
Vp, : Voltaje de blogueo inverso
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= | Conmutacién controlada por compuerta
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= | Conmutacion: Transientes
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w| Conmutacion: Transientes

Vax
100%
90% [

ta = tiempo de retardo

t; = tiempo de conmutacion

10% ts = tiempo de expansion

| te=ty+ t+ t tiempo de encendido
Pulso encendido ot t.

en lacompuerta
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‘| Condicién de conmutacion

P * . . . i - |
173=9s* ln  Efidenciadeinyeccion: g, —ﬁ
P n

17, =asl, con  as=a;0, Emn*
enquear esd factor detransporte

P = P
12, =a,l, +1¢ Bap

Andogamente para el flujo de electrones setiene:

- n
15, =a,l +1§ Ban [

PN — PN
15+, =al +al +15+1g

Empr Lttt
1515 =1, Ia=l Tete Tt
10 +1g T/“
la=—0 0 a,+a, =1 1,=¥
1- (az+a1)
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= | Modelo en base a transistores

lep=al,+lcy
lgr =1~ Iciz(l' ailA)' lco

la lerx =a,lg +lco
pero ... lg; = lg,
(l' allA)' lca @51k +lco
0ON e Iy = 1, + I
(1' allA)' lco :aZ(IA+ IG)+ lco
luego

=azle tleg tlco
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Curva caracteristica de conduccion

|
- 1 [Amp]

I max]

Vi=Vio+rrir

I+ Corriente de —
mantencion
(holding current)

;VT \%!

Pmax = 1/T OVT It dt = 1/T @Vro + 7 I7) I7 dt
= 1/T Vo Ol dt + rr 1/T Olr2 dt

Pmax = Pav + IT lef 2
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1- (a 1ta,
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= | Voltaje de blogueo
Vblogueo
inverso
>
Vbloqueo |
inverso ‘ ‘
||
_ | 1
100 °C 140 °C 120°C 150°C T oC
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| Curva caracteristica de compuerta

VgT
20V

|
A
\_I

AN
N

|
m I
T~ — Pmax

1: en corte
| 11: en corte o conduccion
| 111: en conduccién

Igmax Ig
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= | Otros dispositivos de tres junturas

- Tiristor optacoplado

,} $ Al inyectar fotones en la zona de transicién que soporta el blogqueo
)
1

directo, se aumenta la generacion de pares electrén hueco y con ello la
corriente inversa. Con ello se reduce el voltaje &nodo cétodo requerido
paralaconmuta

1a
Triac Conmuacicn

Triac: curva caracteristica
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™| Otros dispositivos de tres junturas

N ..
/ Conmutacion
vd I
— vd Vo

Tension de
ruptura

Diac: curva caracterfstica
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= | Disparo resistivo

Rearga
[

—_
R
+ D
Vi = Vim sen(wt)
Re
Limitacién corriente de compuerta Rmin= (V- Vp)lgy,
Limitacion voltaje compuerta: Rmin=R, (V- Vg Vay
Vg
ViV rvacaracteristica: Vo = (1g )

Rectadecarga Vg =-Rlg+ V-V,

>,

(VEVR)/R (Vfm-Vp)R
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™ | Disparo resistivo

Angulo de disparo: d = [0 — 90°]
Angulo de conduccién: a = [180 — 90°]

AN
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‘| Disparo RC

- o

T
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Vi = Vim sen(t) C)
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‘| Encendido con transformador de pto. medio

.
— v % vi
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‘| Apagado del tiristor alimentado con CC

Vgl h
I
Caga R Vg2 T
-Ve+ ‘
v n - ve ve I 1vee
‘ Tve
V11 T T
Circaito de apageclo | T vee
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™

Control proporcional de fase

Tiristor T m ™

-
d

d = angulo de disparo

™

Control proporcional de N° de ciclos
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Veomp

vp

Tiristor

[vref
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FIN
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